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D ™ MEMORIAS
Concepto

General: es un sistema que permite almacenar datos e informacion para
ser utilizados luego a requerimiento del propietario.

Informatico: es un dispositivo de hardware que puede almacenar una
determinada cantidad de datos en un formato predefinido, para ser
accedidos con posterioridad bajo esquemas de lectura, modificacion
o eliminacion.
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[ED-x=m™ MEMORIAS: PARAMETROS CARACTERISTICOS
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Capacidad: cantidad de datos que puede almacenar.

1 byte = 8 bits 1,01/ 0/0 110
1 Kbyte = 210 bytes = 1.024 bytes — (1 mil ...) h Y ’
(KILO Byte) 8 bits

1 Mbyte = 1 Kbyte x 1 Kbyte = 220 bytes = 1.048.576 bytes — (1 millén ...)
(MEGA Byte)

1 Gbyte = 1 Kbyte x 1 Mbyte = 230 bytes = 1.073.741.824 bytes — (1 millardo ...)
(GIGA Byte)

1 Tbyte = 1 Kbyte x 1 Gbyte = 240 bytes = 1.099.511.627.776 bytes — (1 billén ...)
(TERA Byte)

1 Pbyte = 1 Kbyte x 1 Thyte = 250 bytes = 1.125.899.906.842.624 bytes — (1 billardo ...)
(PETA Byte)

1 Ebyte = 1 Kbyte x 1 Pbyte = 260 pytes = 1.152.921.504.606.846.976 bytes — (1 trillén ...)
(EXA Byte)

1 Zbyte = 1 Kbyte x 1 Ebyte = 270 pytes = 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes — (1 trillardo ...)
(ZETTA Byte)

Densidad de almacenamiento: [bits/mm?2] cantidad de bits almacenados por unidad de superficie.
Tiempo de acceso: [ns] tiempo requerido para almacenar o extraer un dato.
Costo de almacenamiento: [$/bit] relacion de costo por capacidad del dispositivo.

Confiabilidad: [%] [N° errores/N° accesos] errores que pueden ocurrir durante la operacion del
dispositivo. Un error cada 1010 accesos genera una confiabilidad del 99,99999999%.
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D) ™ MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO

Memorias de estado solido

e

ROM (Read O
. Permanentes{ (Read Only Memory)
AMIBIOS B

L | AMERICAN MEGATRENDS i
(C) 1992

B <860X EISABIOS

PROM (Programmable ROM)
il AA0135339

Semi ([EPROM (Erasable PROM)
ROM Memorias ; permanentes EEPROM (Electrically EPROM)

RAM (Random Access Memory)
Volatiles : SRAM (Static RAM)

i DRAM (Dynamic RAM)

o y1£5826L l o
 yzou10 mEQ

AREL 0022
AT90S2333-8P1

DRAM SIMM

USB
Flash Drive
(EEPROM)
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@; DE ESTADO
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Memoria ROM

8 x4

000
001
002
003
004
005
006
007

Direcciones

MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO

Memoria permanente grabada en fabrica
o por el usuario, por unica vez.

CONTENIDO

LONGITUD DIRECCION
Y
A 000
01 1 1 % 000 N ™~
O AI]_ O =
1. 010 BIT w < © |oo0
e QO
0 0 0 1 O A —LE9 oo 1 Y Y
m =k
1.0 10 % A _| 83 |000
] 2 w L \"g
1 0 0 0| PALABRA < o'a {000 =
1.0 0 1 = 000
e 1T Rt
DL
DE I:"'1 I:}I]

SALIDA DE DATOS

[ 8x3

101
010
000
111
000
001
011
100

Se interpreta como pequenos diodos en las intersecciones de la matriz de conexiones,

que aportan un 1 légico. Al grabarse, si se “funde” representa un 0 légico.

(Floyd, pg. 623; Tocci, pg. 795)
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D) ™ MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO

Memoria ROM - Pin-out caracteristico

Lineas de direcciones: 2 KByte Volt corriente
La cantidad depende de. (2048 Byte) co'nti_nua: an_exién
la capacidad de la x 8 bits elétrica positiva.

memoria. Se conectan al
bus de direcciones y sélo

reciben datos del pP. A7 —{1 " 24-Vee Seleccion de chip (CS1!-CS2-
A6 —2 23— A8 CS3!): Cuando estas lineas son
ﬁ\i n 3 3? > f(\3983 / activadas simultaneamente
Lineas de datos s _w soficsr |EeLae se permie ecturac
(unidireccionales): La cantidad A2—6 =2 % 19 A10
depende de la longitud de AM—7 © v 18-CS2
palabra de la memoria. Se A0—8 = o 17F D7 |
conectan al bus de datos y \'—DO— 9 16— D6
entregan datos al puP. — D1—10 15— D5 p—- Lineas de datos
_D2—411 14 |—-D4 \ (unidireccionales): La cantidad
GND —12 13— D3 depende de la longitud de
/ palabra de la memoria. Se
Ground (tierra): Conexion conectan al bus de datos y
elétrica negativa. entregan datos al pP.

Vista esquematica
superior de un chip
de memoria
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e@_ U5.1- MEMORIAS
p| & 1))o= DEESTADO
—="" soLDo

LONGITUD

MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO

Memoria RAM Memoria volatil de lectura/escritura con acceso aleatorio.

8 x 4 Organizacion
Chip de memoria 1 /%
000 |01 1 1 ' » REGISTRO 1
007 |0 1|0 | 1+ As ] 2 17D -
ch A3 : 16 2 fa E E \
o 002 |11 0|1 0 BIT mds o 1sPas 28 |2 /"'_""_"'1
.6 003 0 0 0 1 R S - 14 KDy DIRECCIﬁN E 6 » REGISTRO 2
Q mde = q3pree CODIFICADA —»| & & T l
o 004 [1]0]1]0 nd7 3 12bwes ENnBITS |2 N
5 csd s =11 8 Q
005 |1 /0 0 O PALABRA GND ] 9 10D WE W o
006 |10 0 1 on [ 3
MEMOR 1A » REGISTRO 2"
007 6 00 b‘( REGE TROS... Ll |
404410 0 CONTROL DE 1
- LECTURA/ESCRITURA |
REGISTRO
5 % % . sl SELECCIONADD - Eugmnﬂi
] = e |—| ., ]
5 d n ] B I 0101110 0 | e—- D
EE ﬁ" = x"‘x A g E DATOS
= 0 LECTURM, ——p
= 4— ESCRITURA
Operacion genérica 10100010 (Floyd, pg. 607; Tocci, pg. 814)
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] D) e MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO

Memoria RAM - Pin-out caracteristico (Tocci, pg. 790)
1 KByte Volt i o
Lineas de direcciones: La o Cor Sy © -1
cantidad depende de la (1024 B_yte) Conexion elétrica positiva.
capacidad de la memoria. x 4 bits
Se conectan al bus de T v
direcciones y sélo reciben N/ Ineas de s
y datos del pP. (R 1 18 v""'f_ (bidireccionales): La
Az 2 17 A- cantidad depende de la
| P ﬁ 16 2 pas 4 | longitud de palabra de la
— - J As 4 memoria. Se conectan al
Seleccion de chip (CS!): - x 18 P o bus de datos y reciben o
Cuando esta linea es Rz ]S = 14D 1K0M entregan datos al pP.
activada por el uP, permite m] 6 = 13002 3
lectura o escritura en el [ " 12103 o
chip. En este caso se activa ‘c—s Ads E
con 0 y pueden haber mas 114 Il';l._a,_
lineas de este tipo en el GND 1 9 10 D WE - - ™
mismo chip. Permiso de escritura (WE!):
N\ Entrada activa con 0 para que

el uP pueda escribir datos (por
1/0). Si se activa con 1, el uP

. . . Vista puede leer datos de la
Ground (tierra): Conexion esquematica memoria

elétrica negativa. superior de un
chip de memoria
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D) ™ MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO
Ejemplo: Memoria RAM 4 x 2 —

L8| &

e 4 registros con 2 bits por registro.

 La unidad se selecciona con 0 (CS). EIl Decod Hicador {L
chip deseleccionado desconecta todos diggccioges =D Q
los buses y bloquea el CLK. \ ‘T:?

 La habilitacion de escritura se hace con " ax1
0 (WE!). También necesita de CS!. . s E : o Q_EL

* El bus de datos (interno) se unifica =\ 2277 5 S
(hacia afuera), por cada bit, con T
compuertas tri-state. I Q{L L}'“ Q{L

e El sistema dispone de una linea de TD ax ax
borrado general (no habitual). 4|>ai ________ T f ______ J’ _______ T f

] oo

e La decodificacion de direcciones se : | f
hace con un demultiplexor 4 x 1. mw
D4 I Do I

Bus de datos
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Ejemplo: Memoria RAM de 8x4.

Esquema real Esquema ficticio

A1 Y 18 P Vcc

Asd 2 < 17P A7 A2C] 1 ~ 12 DVecc

A3 T 16Pas amdz2 T 11pos

AsC] 4 ¢ 15P Ao Ao C X »)

A2 5+~ 14Pos _0 3 o 10pVo:

mde s q3plo: €csH4 5 9plios

A7 é 12 P10 OEC]5 g 8 PIl/Oa

csc s 11D 1/0s GNDd 6 & 7 bRy
GNDC| 9 10 D WE

e Memoria RAM con flip-flop tipo D.
8 registros de 4 bits.

e Bus de direcciones de 3 bits
Ay A, A, — 23 = 8 direcciones

Bus de datos bidireccional
DIO, DIO, DIO, DIO,

e Lectura/escritura R/W!
e Seleccion de chip CS!
e Habilitacion de salida OE!
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i P4 — A ks D o-l;‘
=T o o2
- ""':D(k w-mﬂ L_q)& '—Dﬂ
s I\e no&‘f_no-& ~——-n A [k
“;":DG ;Da —:Da L-i;D&
(=] D @ D Qd;" 0 0"3" D 0';8"
= |l e LDC‘ e LrD
D n-[; 1 03- ~—n u-{;w -v—o o-l;-
T T
T [
n 04; -,-n 0
b0 2| bo
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| e ™ MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO

La memoria en el S|stema de (Tocci, pg. 793)

computacion Ei—‘ |

bUS DE DIRECCIONES

g —

UNIDAD UNIDAD UNIDAD | ° MEMORIA MEMORIA
arquitectura DE DE DE . CPU
Von Neumann: E/ 8 SALIDA ENTRADA RAM ROM
datos e instrucciones
por el mismo bus

F

lL CONTROL
q‘
BUS DE DATOS

CPU: Unidad Central de Proceso (microprocesador).

Bus de direcciones: conjunto de lineas que permiten individualizar un registro
particular (unidireccional).

Bus de datos: conducen los datos desde y hacia la CPU (bidireccional).
Bus de control: conjunto de lineas que transportan senales de control. Activan las
unidades y gestionan las interrupciones (bidireccional).
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] D) e MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO

La memoria en el sistema de (Floyd, pg. 605)
computacion
m+1 lineas
BUS DE DIRECCIONES A, v
~
A, 8 El bus de direcciones conecta
A=A, 5 a todas las unidades.
Ccs ouw Selecciona chips y registros.
ROM ROM RAM RAM =z 3 Es unidireccional.
2 1 2 1 x
B
4
ROM ROM RAM RAM 8 El bus de datos llega a todas
2 1 1 g - las unidades. Es unidireccional
D,~D, D,~D, D,~D D,~D, % u para las ROM y bidireccional
- JL 3; @ r 3 para las RAM.
& ' =) R
BUS DE DATOS / D,
n+1 lineas
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D) ™ POSICIONAMIENTO DE MEMORIAS

Mapa de memoria AdAA; AAAA, AAAA, AAAA,
(o mapa de direcciones) —- 1
MICROPROCESADOR . | L
) I REX’ LIgRY
de 64 KB x 8 bits FFFFh [otimo registo | 1111 1111 1111 1114
65.536 direcciones EFEFEh || MEMORIAN | 1111 1111 1111 1111
- ROM
Motorola .@ .
TFFFh | 0111 1111 1111 1111
Las lineas del bus de direcciones se 0002h | “MEMORIA 0000 0000 0000 0010
utilizan para ubicar los chips de 0001h RAM /| 0000 0000 0000 0001
memoria (y otros dispositivos) en el 0000h | 1°registo | 0000 0000 0000 0000
- ' f
mapa, seleccionar el chip e DIRECCIONES EN__I CONTENIDO DE L DIRECCIONES
identificar cada registro HEXADECIMAL LAS DIRECCIONES EN BINARIO
individualmente. (DATOS)
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Particion del mapa

POSICIONAMIENTO DE MEMORIAS

Dos lineas

i |

Tres lineas

(A5 | A1) (A5 | Aqal Aq3)
Una linea A=l AT ix
(A4s) :" ' : Ao A Ay '
. 14 = M A =f A =t
100X .. " 14 110X ...
A1is =1 A1a A A0
1d i
Ais=1 Ayst A, =0 401X ..
10XX .. A=
| A14a=0 | A, 1k |
A1s - A A=t A0 goox .
13
! ! Aﬂ‘ —
Ais=0 , 01X A0 A= 011X ..
. A1a=1 A Ay '
000X 12 =
A1s=0 Ata "'"‘wT :u" T sex..
A iF}
A1s =0 00XX ... " A= A o
Aa=0 A Ay
" \J 13
o e et | X
AaC 3 : 16 P As Lt
e Asd 4 w 15PAs i
dSeI:_cctI;;I: ............. ac s - o iy La seleccion y conexion de las lineas mas
e chip Lo akqr g rpue altas al CS! permite ubicar cada chip de
con0 eNDd o 10D WE memoria en una zona determinada.
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- D U5.1- MEMORIAS
p

Con el resto de las lineas se precisa

LT e POSICIONAMIENTO DE MEMORIAS

=h
[ '

p) 110, "TAKB oo
[ WE | |z 4 KB

Vee MAPA DE DIRECCIONES
v " 1KB
= adr b ez | )
Ay— A, (]2 17D A,
~1.. ‘.‘Ca : 16 :)A. ; >8 KB
x [ nds ¥ wBo. La linea A,; = 1 (sola), ubica al
g :fE: 5 Ii%iﬁ’ A1 . chip en algun lugar de la mitad
g o8 s ® ubo, - : ’;m A, superior del mapa de direcciones.
& 4 9 10D we Con el resto de las lineas se
% A0 precisa el lugar exacto.
= GND y
Ags = 1O XX XXX XXXX Voo MAPA DE DIRECCIONES
— . A‘C‘l = 1‘3—I A“.'
A A2 17D A, A=
A-; A3 : ugn, 11XX ... A
4 1A _ 4
Las lineas A;; =0y A,, =1, ubica al ' ‘A“‘g _ tE. = ju'o, Aget 100X
chip en algin lugar del cuarto % - AQe 3 131)1/0, =0
) N T w 12010, 10K ...
central inferior del mapa de § s 1
direcciones. § : ’ 1

el lugar exacto.
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| FeD ™ POSICIONAMIENTO DE MEMORIAS

EJEMPLO: Ubicacion de chip RAM de 1 Kbyte x 4 bits, a partir de direccion
4 000,6 (16 384,,) en un sistema de 64 KB (16 lineas de address).

Identificacion —  |Ass|A1lArs|AL|AlA]As|As|A7|As|As|AL]As]AL|AL]A,

Direccion Hexa 4 0 0 Oh registros

inicial - [Bin |o|1]|0|o|o|loJo|o|o|lo|lo|o|o]o]|o]o) internos de la

lineas para —>> seleccién de chip « | » direccionamiento interno [€— "('f":“:(";;
P“'Z‘;‘Z:‘;‘*““ Direccién | Bin |0 |10 |0 |0 |0f1 |1 |1][1|1]|1[1[1]|1]|1)
 final — Hexa 4 3 F Fh
e MAPA DE DIRECCIONES
vﬂ:
ca,  v.D !
A da, _ AD
THHEs, 1 ab- i .
“8‘ ~ cda, = APH— Las lineas A,; a A, seleccionan el
A, < 1O,D—— | . i ]
< A A, | ém:: _ | chip SCS.). _
] g g‘- 10, — t AXXX... Las lineas Ay a A, seleccionan los
§ o :%;— oo 1024 registros internos.
§ A _]__C \ ':?(;' Las lineas D; a D, conectan la mitad
" I
3] = L.{ 0100 0071... de los datos del bus de datos.
= Io, T 4bits H00.2000. - R/W! del pP habilita lectural/escritura
_|o, sobre WE! (write eneable).
RIW BUS DE DATOS
~-8& bits-
LINEA DE LECTURA/JESCRITURA
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| FeD ™ POSICIONAMIENTO DE MEMORIAS

EJEMPLO: Ubicacion de chip RAM de 1 Kbyte x 4 bits, a partir de direccion
4 000,6 (16 384,,) en un sistema de 64 KB (16 lineas de address).

BUS DE DIRECCIONES ]
MAPA DE DIRECCIONES
Vee
“‘ mc A' vﬁ.‘.‘ T
(1A, A,
-F] 1A L A
E i Nd T » [ |
8 = C A; ¥ Al
2 da, o t0,p—— | .
) Auf Ay —{(_]A, 3 10, )——
) J L“g,_ o 170, )— 1XXX ...
§ S 10— X L, e
o |-_C GND WE | RAM
Q A 1KB
= " = - 0100 0011 ...
Q -
= fp | 100 0000 ...
iy 4bits
D Ocupa sdlo 1/2 ancho
rRIW L2 BUS DE DATOS del mapa. Requiere la
8 bits_ o o
S '

LINEA DE LECTURAJESCRITURA
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